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Développement d’oxydes pour 
des mémoires résistives

Yoann BERNARD

Journées scientifiques du LTM 2008 :
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Contexte de la thèse :

� Thèse BDI cofinancée CNRS / CEA :

- encadrant CNRS : Patrice Gonon (LTM)

- encadrant CEA : Vincent Jousseaume (L2MA)

� Projet mémoires avec ST Microelectronics 

« Innovative e-RAM »
Intervenants : V. Jousseaume, P. Gonon, S. Minoret, 
L. Vandroux, J. Buckley, H. Feldis, C. Vallée, J.P. Barnes,
E. Martinez, C. Guedj
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Plan :

� Limites des mémoires actuelles

� Mémoires résistives, état de l’art

� Premiers résultats

� Perspectives
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Mémoires Flash / transistor à grille flottante

Stockage de l’information : 

capture de charges 

dans la grille flottante

� limitations

lithographie < 45 nm

couplages entre cellules

défectivité

Développement  de 
nouveaux types de 

mémoires
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Alternative possible : mémoires résistives

Stockage de l’information : changement de la résistance d’un point mémoire

architecture “cross-bar”

� structure simple intégrée au 
dessus de la partie logique

� empilement de plans

densité mémoire

cellule élémentaire

métal

isolant

métal
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Principe mémoires résistives :

Commutation résistive = passage d’un état très 
résistif (OFF) à un état moins résistif (ON)

unipolairebipolaire
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OXRRAM : mémoires à oxydes métalliques

cellule élémentaire

� électrode inerte : Pt, W, TiN, Au, Ir

� diélectrique : oxyde binaire métallique 

NiO, TiO2, CuO, HfO2

� électrode inerte : Pt, W, TiN, Au, Ir

Tendulkar et al. 
2008



8

État de l’art : Samsung

- NiO avec électrodes en Pt

- Commutation unipolaire 

Baek et al., 2005
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État de l’art : Fujitsu
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État de l’art : Spansion
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CBRAM : Mémoires à pont conducteur

Principe : dissolution d’une électrode soluble au sein d’un isolant (électrolyte solide)

� électrode soluble : Ag, Cu

cellule élémentaire

� électrolyte solide : 

Ge + chalcogénures (S, Se, Te) Kozicki et al. 2005

matériaux "exotiques"

récemment SiO 2  Schindler et al. 2008

dépôt par pulvérisation

� électrode inerte : W, Pt, Au, Ir…
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Empilements réalisés au cours du stage:

Cuivre 400 nm (PVD+ECD)

SiO2 20 nm (PECVD)

Au 200 nm (PVD)

Si substrat Ø 200 mm
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Caractérisation électrique :

électromètre
+ -

source de tension
mesure de courant
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Caractérisation électrique : réponse courant-tension

�F�R�X�U�D�Q�W���G�H��
�F�R�P�S�O�L�D�Q�F�H

� 

�F�R�X�U�D�Q�W���O�L�P�L�W�H

ON

effacement

OFF

écriture
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Résistances ON et OFF:

ROFF/RON ~ 103
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Cyclage :
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Cyclage :

Premier
cycle

Cycles 
suivants
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Influence des paramètres : courant de compliance
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Travaux de la thèse :

� Screening des matériaux possibles : 

NiO, TiO2, HfO2 (OxRRAM) développement 

SiO2, SiOCH (CBRAM) disponibles 

- Échantillons « rapides »

- Lots électriques
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Travaux de la thèse :

� Test de l’influence des électrodes

� Caractérisations pour la compréhension du mécanisme

- AFM conducteur

- TEM

- XPS, SIMS
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Merci pour votre 
attention


